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はじめに：窒化物半導体ナノ結晶は、既存デバイスの特性向上や新機能性の利用が期待される魅力的

な材料であり、MBE法や MOCVD 法による選択結晶成長や成長後のエッチング加工による作製が報告

されてきた。前者は高い結晶性と自己形成量子構造の利用が可能だが制御性と再現性に課題があり、

後者は制御性や均一性に優れるが、加工損傷や超微細化等に課題がある。最近、有田らはアンモニア

と水素の混合雰囲気中おける AlGaN と GaN の熱分解速度差を利用したナノ構造作製技術を報告した

[1]。我々はより簡便なエッチング法として、SiO2をマスクとする GaNの水素雰囲気異方性熱エッチン

グ(HEATE)技術を報告した[2]。今回は、HEATE法を GaN ナノ構造作製に適用することを目的とし、

SiO2マスク端における GaN のサイドエッチング特性を評価したので報告する。 

実験：Al2O3基板上に(0001)面 GaN(6m)を MOCVD 法で成膜した GaNテンプレート表面に厚さ 100nm

の SiO2を CVD 法で堆積後、光露光とウェットエッチングで幅約 5m、ピッチ 10mの SiO2ストライ

プマスクを形成した。この試料を石英管状炉内にて、複数の水素圧力(1, 10, 100 Pa)と温度(1100, 1125, 

1150 
o
)の条件下で時間を変えてエッチングを行った。SiO2マスク端のサイドエッチング量と GaN露出

面のエッチング深さを評価するために、SiO2マスクを除去せずに電子顕微鏡（SEM）観察を行った。 

結果： Fig. 1に 1125
o
C、10Paと 1150

o
C、1Paにおけるサイドエッチング量の時間依存性を示す。両条

件ともサイドエッチング量は 15 分以下では 25nm以下であり、15分以降にしきい値を持って急速に増

加した。Fig. 3 は、サイドエッチング量が 50nm以下となる条件でのエッチング深さを温度と真空度に

対してプロットした結果である。高温ほどサイドエッチングが抑制された高アスペクト比のエッチン

グかできる傾向が見られた。Fig. 3 に真空度 10Pa、1125
o
Cで作製したサイドエッチング 50nm以下、

深さ 1.2mの高アスペクト GaN リッジ構造の SEM像を示す。これらの結果より、SiO2マスクを用い

た GaN の水素雰囲気異方性熱エッチングによる高アスペクト GaN ナノ構造形成の可能性が示された。 
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Fig. 2. Etching depth of GaN as 

a function of temperature. 

Fig. 3. SEM images of GaN 

ridge structures after HEATE 

at 1125 
o
C, H2 pressure of 

10Pa 

Fig. 1. Side-etching depth as 

a function of etching time. 
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